
Vermogenselektronica II

Peter van Duijsen

20 mei 2020

Peter van Duijsen Vermogenselektronica II 20 mei 2020 1 / 28



Table of contents

1 Driver

2 Driver

3 Mosfet Driver

4 Driver IC internal circut

Peter van Duijsen Vermogenselektronica II 20 mei 2020 2 / 28



Driver

Opbouw van een inverter?

Sturen van de Mosfet.
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Driver

IGBT Inverter
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Driver

Waarom heb ik een driver nodig?
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Figuur: Eenvoudige driver voor het sturen van een inverter leg.
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Driver
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Figuur: Eenvoudige inverter voor DC motoren en stapmotoren
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Mosfet Driver

Vgs versus Ids

 

Document Number: 91023  www.vishay.com
S11-0510-Rev. B, 21-Mar-11 3

This datasheet is subject to change without notice.
THE PRODUCT DESCRIBED HEREIN AND THIS DATASHEET ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000

IRF610, SiHF610

 Vishay Siliconix

  

TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)

Fig. 1 - Typical Output Characteristics, TC = 25 °C

Fig. 2 - Typical Output Characteristics, TC = 150 °C

Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics

Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
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Figuur: Drain-Source stroom IDS als functie van de Gate-Source spanning VGS
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Mosfet Driver

Vgs

Gate-Source spanning moet tussen 10 en 15 volt zijn,
lager dan 20 volt
groter dan 20 volt, dan gaat de Mosfet gewoon kapot.
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Mosfet Driver

Gate-source spanning
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Figuur: Gate-Source spanning VGS moet echt over de Gate en Source van de
Mosfet aangeboden worden.
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Mosfet Driver

High side mosfet
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Figuur: Gate Source spanning voor de high-side Mosfet zweeft met de AC klem
spanning op en neer.
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Mosfet Driver

Driver Intern
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Figuur: Interne opbouw van de Driver
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Mosfet Driver

Bootstrap
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Figuur: De voedingsspanning voor de high-side driver zweeft met de AC klem
spanning op en neer.
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Mosfet Driver

Inschakelen
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Figuur: Opladen interne CGS tijdens het inschakelen
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Mosfet Driver

Gate weerstand
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Figuur: Externe RCG om de laadstrom tijdens het inschakelen te beperken.
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Mosfet Driver

Uitschakelen
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Figuur: Gatestroom IG tijdens het in- en uitschakelen.
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Mosfet Driver

Sneller uitschakelen
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Figuur: Sneller uitschakelen dan inschakelen door de diode.
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Mosfet Driver

Schakeltijd

τ = (RG + R intern
gate ) · Ciss (1)

Hierin is Ciss de ingangscapaciteit van de Mosfet.

Peter van Duijsen Vermogenselektronica II 20 mei 2020 17 / 28



Mosfet Driver

Miller capaciteit
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Figuur: Miller capaciteit CGD die ook door de gate driver opgeladen moet worden.
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Mosfet Driver

Bootstrap opladen

Figuur: Op en ontladen van de bootstrap condensator

Peter van Duijsen Vermogenselektronica II 20 mei 2020 19 / 28



Mosfet Driver

Oplaadstroom begrenzen
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Figuur: Stromen in de bootstrap condensator en de gate.
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Mosfet Driver

Resonantie
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Figuur: Resonante kring voor de gate stroom.
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Mosfet Driver

Parasitaire inductantie

Hoge spanningspiek over deze parasitaire inductiviteit vanwege Lσdi/dt.
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Mosfet Driver

Kleine behuizing

Zo kleine mogelijke componenten te gebruiken.
geen TO220
SOT-223 of DirectFET
Aansluitdraden in de Mosfet geminimaliseerd.
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Driver IC internal circut

Blokdiagram

Figuur: Intern blokdiagram van de IR2110
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Driver IC internal circut

Blanking time

Figuur: Blanking time tussen de high side en low side mosfet
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Driver IC internal circut

Galvanische scheiding

Figuur: Input logic is gescheiden van de uitgangen dmv gestuurde stroombronnen.
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Driver IC internal circut

Pulse generator

Figuur: Sturen van pulsen spaart energie
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Driver IC internal circut

Level shift

Figuur: Galvanische scheiding met level shift op drie plaatsen in het interne circuit

Peter van Duijsen Vermogenselektronica II 20 mei 2020 28 / 28


	Driver
	Driver
	Mosfet Driver
	Driver IC internal circut

